Załącznik Nr 1  

Wymagania i parametry techniczne dla reaktora LPCVD do osadzania warstw Si3N4 i poli-Si

	Nr
	Nazwa parametru
	Wymagania
	Kolumna do wypełnienia przez Wykonawcę*        
	Punkty

	1
	2
	3
	4
	

	1.      
	Model, typ                       
	
	Podać                          
	

	2.     
	Rok produkcji                  
	2012                              
	Potwierdzić                  
	

	3.      
	Kraj producenta                urządzenia                         
	
	Podać                         
	

	4.     
	Producent                              
	
	Podać                           
	

	5.
	Urządzenie                      
	Fabrycznie nowe                                                                     
	Potwierdzić                    
	

	6.
	Wymagania ogólne
	Trójrurowe urządzenie musi być poziome i przystosowane do płytek krzemowych 4” i  6” 
	Potwierdzić                  
	

	
	
	Osadzanie poli-Si z SiH4, szybkość osadzania poli-Si: 5,6 – 6,1nm/min
	Potwierdzić                     
	

	
	
	Osadzanie azotku krzemu stechiometrycznego i niskonaprężeniowego z NH3 i SiH2Cl2 

Szybkość osadzania stechiometrycznego azotku krzemu: 2,8 – 3,1nm/min

Współczynnik załamania dla stechiometrycznego azotku krzemu: 2,00 ( 0,05 

Szybkość osadzania niskonaprężeniowego azotku krzemu: 2,0 – 2,3nm/min 

Całkowite naprężenia w niskonaprężeniowym azotku krzemu < 5 x 108 Pa rozciągające
	Potwierdzić i opisać                   
	

	7.
	Cechy ogólne 
	Urządzenie lewostronne - moduł pieca musi być po lewej stronie komory załadowczej, dla operatora pieca stojącego naprzeciwko komory załadowczej                               
	Potwierdzić                   
	

	
	
	Ręczny załadunek płytek                                                                 
	Potwierdzić                        
	

	
	
	Automatyczny załadunek kaset do pieca      
	Potwierdzić   
	

	
	
	Piece muszą być wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie (jeden uchwyt do przenoszenia kaset dla każdego pieca). Rury kwarcowe i kasety kwarcowe odpowiednie dla płytek 4” i 6” muszą być dostarczone zgodnie ze specyfikacją podaną w Tabeli nr 1                   
	Potwierdzić                        
	

	
	
	System grzewczy dla pieców LPCVD: strefa  temperatury 300 – 400mm z gradientem temperatury odpowiednim dla uzyskania równomierności grubości warstw poli-Si i azotku krzemu podanej w punkcie 9 dla wsadu 50 płytek o średnicy 6”. Dokładność temperatury w strefie: ( 0,2(C dla zakresu temperatur 400( - 1000(C.                        System grzewczy dla pieca do wygrzewania i suchego utleniania: strefa stałej temperatury 300 – 400mm. Dokładność temperatury w płaskiej strefie: ( 0,5(C dla temperatur z zakresu 400( - 1250(C. 
	Potwierdzić i podać       
	

	
	
	Szybkość narastania temperatury musi być w zakresie 5° - 15°C/min dla pieca do wygrzewania i utleniania                                      
	Potwierdzić i podać      
	

	
	
	Szybkość studzenia musi być w zakresie   2° - 6°C/min dla pieca do wygrzewania i utleniania 
	Potwierdzić i podać 
	

	
	
	Trójrurowe urządzenie (2 piece LPCVD i piec do wygrzewania i suchego utleniania) musi być wyposażone w linie gazowe zawierające  MFC, filtry i reduktory ciśnienia z manometrami             
	Potwierdzić 
	

	
	
	Linie gazowe muszą być zakończone złączką męską ¼” VCR
	Potwierdzić      
	

	
	
	Piec LPCVD do osadzania azotku krzemu musi być wyposażony w pułapkę azotową do kondensacji par salmiaku        
	Potwierdzić      
	

	
	
	Wymiary:                                                          

długość ≤ 5.5 m, głębokość ( 0.9 m,              wysokość ≤ 2.7 m                                         
	Potwierdzić i podać       
	

	
	
	Komora laminarna z nawiewem poziomym                         
	Potwierdzić                   
	

	
	
	System pompowy dopasowany do potrzeb technologii osadzania polikrzemu oraz azotków
	Potwierdzić
	

	
	
	Wszystkie niezbędne akcesoria np. złączki niezbędne dla uruchomienia systemu
	Potwierdzić
	

	8.


	Wymagania szczegółowe
	Dwie zapasowe rury kwarcowe do pieców LPCVD i jedna do pieca do wygrzewania i utleniania     
	Potwierdzić                        
	

	
	
	Dwie zapasowe kasety kwarcowe do płytek  4”         
	Potwierdzić                   
	

	
	
	Dwie zapasowe kasety kwarcowe do płytek  6”         
	Potwierdzić                   
	

	
	
	Cztery zapasowe komplety uszczelek dla pieców LPCVD 
	Potwierdzić                   
	

	
	
	System sterowany komputerowo


	Potwierdzić
	

	
	
	Wymagania dotyczące oprogramowania:

a) Sterowanie oparte o system Windows XP lub 7:

- tak

- brak

b) Archiwizacja danych dotyczących systemu np. temperatury, przepływu gazów, mocy, zdarzeń:

- tak

- brak

c) Zdalna kontrola urządzenia, przy wykorzystaniu standardowej sieci LAN:

- tak

- brak
	Podać


	1 pkt

0 pkt 

1 pkt

0 pkt    

1 pkt 

0 pkt



	9.
	Wstępny test akceptacyjny w siedzibie producenta urządzenia


	Weryfikacja konfiguracji urządzenia oraz testy elektryczno-mechaniczne
	Potwierdzić
	

	10.
	Test akceptacyjny po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego, płytki zostaną dostarczone przez Zamawiającego 

	Czystość rur musi być sprawdzona testem C-V (pojemność-napięcie). Płytki krzemowe muszą być utlenione w piecu z suchym tlenem. Następnie, utlenione płytki muszą być wygrzane w piecach LPCVD w azocie.               

Wymagane są:                                          Nm ( 1 x 1010 cm-2, ∆ VFB ≤ 0.05 V 
	Potwierdzić 
	

	
	
	Prezentacja procesów  osadzania w piecach LPCVD musi być przeprowadzona dla azotku krzemu i dla poli-Si.                    
	Potwierdzić                   
	

	
	
	Trzy procesy testowe dla azotku krzemu i dla poli-Si muszą być wykonane w celu  sprawdzenia powtarzalności szybkości osadzania i jednorodności grubości.        . 

Każdy wsad testowy musi mieć 50 płytek (4”, lub 6”).  

Jednorodność grubości musi być oceniona zgodnie z obowiązującymi zasadami.                                Jednorodność grubości warstwy azotku krzemu musi być lepsza niż:   

( 2.5% od płytki do płytki w procesie                         ( 2.5% od procesu do procesu                                           ( 1.5% na płytce od punktu do punktu                          

Jednorodność grubości warstwy poli-Si        musi być lepsza niż:                                     

( 4.0% od płytki do płytki w procesie                              ( 4.0% od procesu do procesu                                                                           ( 2.0% na płytce od punktu do punktu                                      

Pomiary powtarzalności i rozrzutu grubości warstw muszą być wykonane zgodnie ze standardami ASTM


	Potwierdzić                   
	

	11.
	Termin realizacji zamówienia (instalacja, uruchomienie i testy)       
	Maksymalnie do 32  tygodni od daty podpisania umowy
	Potwierdzić                             
	

	12.
	Szkolenie w zakresie wykonywania procesów technologicznych           
	Szkolenie dla trzech osób podczas testu akceptacyjnego w siedzibie zamawiającego                                            
	Potwierdzić                                 
	

	13.
	Szkolenie serwisu          
	Dla trzech osób podczas testu akceptacyjnego w siedzibie zamawiającego

 
	Potwierdzić                    
	

	14.
	Instrukcja obsługi i dokumentacja urządzenia                   
	W języku polskim lub angielskim 

- instrukcja obsługi: plik w pdf i jeden   

  egzemplarz wydrukowany                                             - dokumentacja urządzenia: plik w pdf i    

  jeden egzemplarz wydrukowany                                          


	Potwierdzić                  
	

	15.
	Karty katalogowe 
	Karty zawierające opis podstawowych parametrów technicznych oraz zdjęcia oferowanego urządzenia


	Załączyć
	

	16.
	Części zużywalne w okresie gwarancji            
	Zapewnione i uwzględnione w cenie urządzenia, dostarczone wraz z urządzeniem                                                 
	Potwierdzić i podać listę części zużywalnych                  
	

	17.
	Części zamienne              
	Zapewnione przez 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego 

                                              
	Potwierdzić                
	

	18.
	Bezpłatna pomoc techniczna i procesowa   
	Zapewniona przez co najmniej 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego     

                                           
	Potwierdzić            
	

	19.
	Reakcja serwisu              
	Zapewniona w ciągu max. 3 dni roboczych po zgłoszeniu reklamacji    

                            
	Potwierdzić              
	

	20.
	Wsparcie techniczne i procesowe  
	Zapewnione przez 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego    

                 
	Potwierdzić             
	

	21.
	Okres gwarancji               
	Minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego                    
	Potwierdzić i podać     
	

	22.
	Serwis pogwarancyjny 
	Zapewniony przez 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego                    
	Potwierdzić          
	

	23.
	Wymagania instalacyjne 
	Dla instalacji elektrycznych, gazowych i innych                
	Załączyć do oferty                 
	


*Zaleca się aby Wykonawca precyzyjnie i czytelnie wypełnił kolumnę nr 4  

                                       







Tabela Nr 1

Trójrurowe urządzenie  

	Piec /

reaktor
	Rura / kasety
	Max.     temp.  procesu 
	Gazy procesowe
	Wymagane procesy                                 

	1             

górny piec    
	Kwarc /    Kwarc dla 4” Kwarc dla 6”  
	1250(C
	  N2, O2                             
	Wygrzewanie i suche utlenianie                                                

	2                        

środkowy   piec      LPCVD   
	Kwarc /           Kwarc dla 4”    Kwarc dla 6”      
	1000(C
	SiH4, N2                          
	Osadzanie poli-Si, poli-Si   niskonaprężeniowego i                           Si amorficznego                                              

	3               

dolny         piec         LPCVD   
	Kwarc /              Kwarc dla 4”  Kwarc dla 6”           
	1000(C
	NH3, SiH2Cl2, N2           
	Osadzanie stechiometrycznego i niskonaprężeniowego azotku krzemu 


.........................................................................

                                                

podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych 

                                                

do reprezentowania wykonawcy
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